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【緒言】Arのマイクロ波放電フローによるテトラメチルシラン（Si(CH3)4, TMS）の分解反応を用

いると、水素化されたアモルファス炭化ケイ素（a-SiCx:H）膜が得られる。また、その際に基板に

高周波バイアス（VRF）を印加する事でより硬質な膜が得られる。TMS の代わりにヘキサメチル

ジシラン（Si2(CH3)6, HMD）を用いることでも同様に a-SiCx:H 膜が得られる。これら有機ケイ素

化合物のプラズマ分解反応、特に硬質膜を形成する上で有用な高周波バイアスを印加した条件に

おける解離励起過程は報告例がない。そこで本研究では高分解能発光スペクトルに基づいてそれ

らの分解過程を検討した。以下に HMDを原料に用いた結果を記述する。 

 

【実験】真空チャンバー内を 0.04 Pa以下に排気した後、放電管上流より P2O5を通して脱水した

Arガスを 13 Paの圧力でチャンバーに導入し、マイクロ波（2.45 GHz, 100 W）によって Arの放電

フローを発生させた。同様に脱水した HMDをノズルを介して放電フロー中に導入した。高周波

（13.56 MHz）バイアスは 0-100 Vの範囲で基板ステージに印加した。HMD の解離励起反応によ

り生じた発光を石英窓を通して 2枚の凸レンズで分光器に導入し、発光スペクトルを測定した。 

 

【結果】Fig. 1に膜の機械的強度を示す。-VRF =0 V では膜の強度は 0.6 GPaと柔らかく、VRF =20 

V で約 6 GPaと急激に硬質化していた。Ar, Si(4s-3p)の原子線および SiH(A
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u)の発光スペクトルが観測された。Fig. 2にVRFと発光強度の関係を

示す。縦軸は-VRF =0 V でのそれぞれの発光強度を 1とした相対強度を表している。SiH(A-X)、

CH(A-X)、CH(B-X)、C2(d-a)の発光強度はVRF に依存性が見られ、Si(4s-3p)はVRF に関わらずほ

ぼ一定であった。これは、高周波バイアスの印加が膜の物性や組成だけでなく、プラズマ中の反

応にも影響を与えている事を示唆する。 

Fig. 2 Relative emission intensity vs. VRF. Fig. 1 Mechanical hardness of a-SiCx:H films 
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